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1. Модифікація структури та електрофізичних властивостей нанопористих шарів графіту, графену та оксиду
графену під впливом радіаційного випромінювання і температури.



2. Modification of structure and electronic properties of nanoporous carbon layers, graphene and graphene oxide
exposed to ionizing radiation and temperature

Реферат:
1. В дисертації викладено результати дослідження структурних перетворень та електрофізичних параметрів
графену під впливом радіаційного випромінювання, а також плівок оксиду графену та нанопористих
вуглецевих плівок під впливом термічного відпалу. Встановлено механізм розсіювання носіїв заряду в
одношаровому графені на діелектричній підкладці, що є визначальним при опроміненні малими дозами
високоенергетичних електронів. Досліджено процес термічного відпалу плівок оксиду графену в
атмосферних умовах у вузькому діапазоні температур. Показано, що відпал при температурі 250 ℃ протягом 5
хв призводить до зниження електричного опору на 7 порядків. Запропоновано і реалізовано метод синтезу
аморфних вуглецевих плівок з нанопорами із використанням специфічного режиму планарного магнетрону.
Показано, що відпал плівок в інертній атмосфері при температурах до 700 ℃ призводить до значної
графітизації, росту електропровідності та зниження пористості. Продемонстровано можливість
використання плівок відновленого оксиду графену та графітизованих вуглецевих плівок у якості
резистивних сенсорів газів

2. The thesis presents the results of structural transformations and electronic properties of graphene under
electron beam irradiation, as well as graphene oxide films and nanoporous carbon films under thermal annealing.
The mechanism of charge carriers scattering for single layer graphene film onto SiO2\Si substrate, which is crucial
in case of low dose high energy electron beam irradiation, has revealed. The process of the thermal annealing of
the GO films in ambient conditions and narrow temperature range was studied. It was shown, that thermal
annealing at temperature 250 ℃ during 5 min lead to decreases of electrical resistance up to 7 orders of magnitude.
The method of nanoporous carbon films synthesis involving specific regime of planar magnetron sputtering
technique was suggested and realized. It was shown, that thermal annealing of the films in inert atmosphere at
temperatures up to 700 С results in significant graphitization, conductivity growth and decreases of the porosity.
It was demonstrated that the films of reduced graphene oxide and nanoporous graphitized carbon films could be
used for resistive gas sensors implementation.
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